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１．概要（Summary） 

III-V族化合物太陽電池の更なる高効率化のためには、

ヘテロ界面付近のドーパント濃度の制御が重要と考えら

れる [1]。今回は、高効率 InGaP/GaAs ヘテロ pn 接合

太陽電池作製に向けた基礎検討として各層の成長条件

を得るため、InGaP 単層中の S 濃度および GaAs 単層

中の Zn 濃度の定量分析を、産業技術総合研究所ナノプ

ロセシング施設の設備を利用して行った。 

  

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

二次イオン質量分析装置(D-SIMS) 

【実験方法】 

サンプルは、各成長条件における u-GaAs cap (100 

nm)/n-InGaP(300 nm) お よ び u-GaAs cap (100 

nm)/p-GaAs(300 nm)を用いた。キャップ層は、表面付

近の汚染がn-InGaPや p-GaAsに影響を及ぼさないよう

に設けた。1 次イオンは Cｓ＋、加速電圧は 3keV、ビーム

電流は 50 nA とした。2 次イオン信号強度は、ドーパント

濃度が既知の InGaP 単層および GaAs 単膜を用いて、

定量化した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

分析例として、u-GaAs/n-InGaP における定量化した

S濃度と、その他Ga、As、Inの 2次イオン信号強度のデ

プスプロファイルを Fig. 1 に示す．本測定系では P の 2

次イオン信号強度が強く、飽和してしまうため、測定を行

っていない。InGaP層においてもAsの2次イオン信号が

見られるのは、ノックオン効果によるものと考えられる。得

られた結果を基に、今後 InGaP/GaAsヘテロ pn接合太

陽電池を作製し、更に作製した太陽電池の各層のドーパ

ント濃度の分析を進める。 

0 50 100 150 200 250
1015

1016

1017

1018

1019

 

 S濃度
 Ga 2次イオン強度
 As 2次イオン強度
 In 2次イオン強度

深さ [nm]

S
濃

度
 [

c
m

-
3
]

u-GaAs n-InGaP

102

103

104

105

106

 2
次

イ
オ

ン
強

度
 [

C
o
un

t]

 

Fig. 1 Depth profile of S concentration. 
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